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Tabela 3.1 RESUMO DASEQUACOESIMPORTANTES PARAOPERACAODAJUNCAO pn.

Grandeza Relag&o Valores de Constantes e Parametro
(para Si intrinseco a T = 300 K)

Concentragdo de portadores 5, ,2 = B¢ Lolkr B=54x1031/(K3cm®)

no silicio intrinseco (/em?®) Ez=1,12¢eV

k=8,62 x 1075 V/K
n;=1,5x 10'%cm3

temos Np. Indique também aonde esta xn, x, e W.

Concentragdo de portadores 7,0 = Np Em Equilibrio Térmico: n? =n.p
no silicio tipo 7 (/em?) DPno = niZ/N,) l
Concentragio de portadores  Ppo = Ny Em Equilibrio Térmico: n? =n.p
no silicio tipo p (/em?) Ry = n,-Z/NA L
Densidade da corrente de 1, = 480 cm?/Vs
Jdstivas = + E r
deriva (A/em?) deriva = G(PHp + 1ty ) 1, = 1350 cm?/Vs
Resistividade (Q cm) p= l/[q( Pl + ng, )] Hp € ty dlmmuerp com 0 aumen-
to na concentra¢do de dopantes
Densidade da corrente de J s = —GD dp g = 1,60 x 10-1°Coulomb
difusio (A/em?) B{PigEses) P dx D, =12 cm%/s
d D, =34 cm?/s
Jnlleusao) = +qD‘n En "
Relagdo entre mobilidade e D, _ 2& -V Vie=kTlq
difusividade M, u, " = 25mV
. . NN
Tensdo interna da jungdo (V) B = ln[ Az D]
i
1) Para a barra de silicio ao lado, que ndo tem Lacunas gx,N,A=qx,N,A
tensdo aplicada sobre ela, pede-se: HAEH x, N
b i e ou —= N_A
a) Indique quem sdo as cargas fixas e as carga méveis. +P7 ++ *» Mo
. 0 e i S
b) Indique qual o lado em que temos Na e 0 lado em que g 7 i (NANDJ
o= Vrln

) Conceitualmente o que é Vo? Qual o seu valor se Np
=1.10"%cm3e Na=1.10"7 cm3?

d) Considerando os valores do item c) determine x, x, € W. Cuidado com as unidades!!!

e) Aonde esta a regido de deplecao? Porque desse nome?

2) Para a barra de silicio ao lado pergunta-se: fh=—

|

Iy

a) Ela esta polarizada diretamente ou reversamente? Explique. Indique E

—
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b) Nesse caso, comparando com a situagdo em aberto, xn, Xp € W aumentam?
Diminuem? Ficam os mesmos?

€) Se Np =1.10"* cm=3e Na = 1.10"7 cm=3 e Vg=10V, qual o novo valor de W?
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4) Para a juncdo pn abaixo escreva na propria figura, nos locais apropriados:

Distribuicdio de Portadores Minoritdrios na Jungto PN Polarizada
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a) Qual é o silicio tipo p e qual é o silicio tipo n?
b) A juncdo esta direta ou reversamente polarizada?
c) Na é menor, igual ou maior que Np?

d) Desenhe as cargas nas regides da estrutura seguindo os exemplos dados

5) Para Na=1E17 cm-3, Np = 1e1l6 cm-3 e V = 0,6V, coloque na figura os valores numéricos de :

a) pn0 e np0
b) pn(xn) e np(xn)?
C) Xp e xn

d) Jn e Jp (coloque os sentidos na figura)
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